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論文内容の要旨
本論文は絶縁基板上に MOS型電界効果トランジスタを形成した S01 MOSFET (S01素子)の短チャネル特性とそ
の 0.1μm素子へのスケーリングについてまとめたもので，本文 9章から構成されている。
第 1 章では S01素子についての特徴を概説するとともに，短チャネル S01素子研究の必要性について述べている。













第 7章では試作した微細化素子の試作結果について述べている。 0.15μm リング発振器より1.5V で 38.1ps の高速
動作を得ることができ， S01素子の高速・低消費電力特性がこの領域まで保持されることを明らかにしている。












MOSFET の特性を詳細に評価・解析することが求められている。本論文は SOI MOSFET の短チャンネル特性とそ
の 0.1μm素子へのスケーリンクーについてまとめたもので，主な成果は以下の通りである。











(4) LSlへの応、用に関して，短チャンネルSOI素子を用いた SRAM， DRAMの試作に成功している。さらに 0.1μmSOl
素子の構造設計について考察し，埋め込み酸化膜/Si 基板界面に高濃度層を導入した新トランジスタ構造により短
チャンネル効果を低減できることを明らかにしている。
以上のように，本論文は， S01 MOSFET の短チャンネル特性とその 0.1μm素子へのスケーリングについて多くの
有用な知見を得ており，半導体工学・電子工学の発展に寄与するところが大である。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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